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Календарный учебный график 
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Сем. 1
Итого

Всего

Курс 1 Курс 2

Сем. 2 Всего Сем. 3 Сем. 4

Сводные данные

Теоретическое обучение и практики 17 3/6

Экзаменационные сессии 1

17 2/6 34 5/6

1 2

У

17 1/6

1 3/6

5217 1/6

1 3/6 3 3/6

П

Пд

Д

К

*

 Продолжительность

 Високосный год

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

9 дн 5 дн

365 дн

Учебная практика 2 2

2

63 дн

14 дн

8

8

-

147 дн 218 дн

Производственная практика 2

Преддипломная практика

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

Продолжительность каникул 7 дн 56 дн



- - Формы пром. атт. з.е. Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 [17 3/6 нед] Семестр 2 [17 2/6 нед]

Курс 2

Семестр 3 [17 1/6 нед] Семестр 4 [ нед]
Закрепленная кафедра

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР Факт

По
плану

Ауд. Лек Лаб Пр СРП Конс ПРП СР
Конт
роль

Пр.
подгот

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб
Лаб пр.
подгот

Пр СРП Конс ПРП
ПРП
пр.

подгот
СР

Конт
роль

з.е. Лек Лаб
Лаб пр.
подгот

Пр СРП Конс ПРП
ПРП
пр.

подгот
СР

Конт
роль

з.е. СРП Конс ПРП
ПРП
пр.

подгот
СР Код Наименование

Блок 1.Дисциплины (модули) 69 2484 866 272 320 274 1429 189 20 27 90 104 108 616 54 20 80 82 12 100 404 54 22 102 134 8 66 409 81

Обязательная часть 34 1224 386 126 118 142 784 54 24 72 68 108 562 54 2 16 56 8 54 50 18 166

Б1.О.01 Социальные коммуникации 1 4 144 36 18 18 108 4 18 18 108 32 Философии, социологии и истории

Б1.О.02 Деловой иностранный язык 1 4 144 36 36 108 4 36 108 54 Иностранных языков и технологии

Б1.О.03 Технологическое предпринимательство 1 4 144 36 18 18 108 4 18 18 108 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б1.О.04 Проектная деятельность 123 6 216 52 52 164 2 18 54 2 16 56 2 18 54 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б1.О.05 Методы математического моделирования 1 1 5 180 52 18 34 101 27 5 18 34 101 27 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б1.О.06
Информационные технологии в научных
исследованиях

3 3 108 52 18 34 56 3 18 34 56 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.О.07
Актуальные проблемы современной
электроники и наноэлектроники

3 3 108 52 36 16 56 3 36 16 56 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.О.08
Физика низкоразмерных структур в микро- и
наноэлектронике

1 1 5 180 70 18 34 18 83 27 5 18 34 18 83 27 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 1260 480 146 202 132 645 135 20 3 18 36 54 18 80 82 12 84 348 54 14 48 84 8 48 243 81

Б1.В.01 Схемотехника цифровых интегральных схем 2 5 180 84 16 34 34 69 27 5 16 34 34 69 27 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б1.В.02 Проектирование систем на кристалле 3 3 5 180 66 16 34 16 69 45 5 16 34 16 69 45 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б1.В.03
Моделирование физических процессов в микро-
и наноэлектронике

2 2 4 144 50 16 34 94 4 16 34 94 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.04
Проектирование наноразмерной электронной
компонентной базы

2 2 5 180 80 32 32 16 73 27 12 5 32 32 12 16 73 27 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.05
Технология производства наноразмерных
полупроводниковых приборов и ИС

3 4 144 48 16 16 16 96 8 4 16 16 8 16 96 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.06
Программирование с использованием
высокоуровневых языков описания аппаратных
средств

1 3 108 54 18 36 54 3 18 36 54 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 2 4 144 32 16 16 112 4 16 16 112

Б1.В.ДВ.01.01
Методы повышения надежности и качества ИС
и систем на кристалле

2 2 4 144 32 16 16 112 4 16 16 112 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.ДВ.01.02
Измерение параметров и испытания изделий
микро- и наноэлектроники

2 2 4 144 32 16 16 112 4 16 16 112 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 3 5 180 66 16 34 16 78 36 5 16 34 16 78 36

Б1.В.ДВ.02.01
Проектирование сложно-функциональных
блоков в базисе ПЛИС

3 3 5 180 66 16 34 16 78 36 5 16 34 16 78 36 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б1.В.ДВ.02.02
Проектирование больших интегральных схем на
системном уровне

3 3 5 180 66 16 34 16 78 36 5 16 34 16 78 36 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Блок 2.Практика 42 1512 423 409 14 1089 1089 13 126 6 336 336 5 49 2 129 129 24 234 6 624 624

Обязательная часть 12 432 120 116 4 312 312 3 28 2 78 78 9 88 2 234 234

Б2.О.01(У)
Технологическая практика (получение
первичных профессиональных умений и
навыков)

2 3 108 30 28 2 78 78 3 28 2 78 78 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 4 9 324 90 88 2 234 234 9 88 2 234 234 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 30 1080 303 293 10 777 777 10 98 4 258 258 5 49 2 129 129 15 146 4 390 390

Б2.В.01(У)
Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2 7 252 72 70 2 180 180 7 70 2 180 180 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

Б2.В.02(П) Технологическая практика 2 3 108 30 28 2 78 78 3 28 2 78 78 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б2.В.03(П) Экспериментально-исследовательская практика 3 5 180 51 49 2 129 129 5 49 2 129 129

Б2.В.04(П) Проектная практика 4 3 108 30 28 2 78 78 3 28 2 78 78 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 4 12 432 120 118 2 312 312 12 118 2 312 312 86 Твердотельной электроники им. В.Г.

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 324 30 30 294 9 30 294

Б3.01(Д)
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

9 324 30 30 294 9 30 294 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

ФТД.Факультативные дисциплины 4 144 36 36 108 2 18 54 2 18 54

ФТД.01
Современные тенденции развития микро- и
наноэлектроники

1 2 72 18 18 54 2 18 54 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

ФТД.02
История и методология науки и техники в
области электроники

3 2 72 18 18 54 2 18 54 86
Твердотельной электроники им. В.Г.
Колесникова

 Итого з.е./акад.часов (без факультативов)

 Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед)

 Контактная работа (акад.час/нед)

 з.е. на курсах (без факультативов)

120 4320 1319 272 320 274 409 44 1089 1723 189 1109 27

52.5

17.3

60

90 104 108 616 54

54

33

53

19.3

80 82 100 126 6 336 404 54

54

27

52

20.6

60

102 134 66 49 2 129 409 81

54

33 234 36 624 294



Индекс Содержание Тип

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК

Б1.О.03 Технологическое предпринимательство

Б1.О.05 Методы математического моделирования

Б2.О.01(У) Технологическая практика (получение первичных профессиональных умений и навыков)

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК

Б1.О.03 Технологическое предпринимательство

Б1.О.04 Проектная деятельность

Б2.В.04(П) Проектная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели УК

Б1.О.01 Социальные коммуникации

Б1.О.03 Технологическое предпринимательство

Б1.О.04 Проектная деятельность

Б2.В.04(П) Проектная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

УК

Б1.О.02 Деловой иностранный язык

Б1.О.07 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия УК

Б1.О.01 Социальные коммуникации

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки УК

Б1.О.01 Социальные коммуникации

Б1.О.03 Технологическое предпринимательство

Б2.В.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы



Индекс Содержание Тип

ОПК-1
Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать
эффективность сделанного выбора

ОПК

Б1.О.04 Проектная деятельность

Б1.О.05 Методы математического моделирования

Б1.О.06 Информационные технологии в научных исследованиях

Б1.О.07 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

Б1.О.08 Физика низкоразмерных структур в микро- и наноэлектронике

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.01 Современные тенденции развития микро- и наноэлектроники

ФТД.02 История и методология науки и техники в области электроники

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы ОПК

Б1.О.07 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.02 История и методология науки и техники в области электроники

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач ОПК

Б1.О.08 Физика низкоразмерных структур в микро- и наноэлектронике

Б2.О.01(У) Технологическая практика (получение первичных профессиональных умений и навыков)

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4
Способен разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных
задач

ОПК

Б1.О.06 Информационные технологии в научных исследованиях

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический

ПК-1
Способен разрабатывать и внедрять современные технологические процессы, осваивать новое оборудование, технологическую оснастку, методы измерения
электрофизических параметров при производстве устройств микро- и наноэлектроники

ПК

Б1.В.05 Технология производства наноразмерных полупроводниковых приборов и ИС

Б2.О.01(У) Технологическая практика (получение первичных профессиональных умений и навыков)

Б2.В.02(П) Технологическая практика

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ПК-2
Способен разрабатывать предложения по модернизации технологического процесса, определять и устранять причины отклонения параметров
технологических операций от заданных

ПК

Б1.В.ДВ.01.01 Методы повышения надежности и качества ИС и систем на кристалле



Индекс Содержание Тип

Б1.В.ДВ.01.02 Измерение параметров и испытания изделий микро- и наноэлектроники

Б2.В.02(П) Технологическая практика

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский

ПК-3
Способен разрабатывать функциональное описание устройств с использованием высокоуровневых языков описания аппаратных средств, архитектуры всей
СнК на основе сложнофункциональных блоков, проводить верификации разработанного архитектурного решения, составлять топологическое описание

ПК

Б1.В.02 Проектирование систем на кристалле

Б1.В.06 Программирование с использованием высокоуровневых языков описания аппаратных средств

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование сложно-функциональных блоков в базисе ПЛИС

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование больших интегральных схем на системном уровне

Б2.В.04(П) Проектная практика

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

 ПК-4
Способен проектировать цифровые схемы с учетом особенностей нанометровых технологических норм, применять современные методы проектирования
цифровых систем

ПК

Б1.В.01 Схемотехника цифровых интегральных схем

Б1.В.04 Проектирование наноразмерной электронной компонентной базы

Б2.В.04(П) Проектная практика

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

ПК-5
Способен самостоятельного искать, представлять и анализировать информацию, формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с
тенденциями и перспективами развития электроники, выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач,
применять современные информационные технологии в научных исследованиях

ПК

Б1.В.03 Моделирование физических процессов в микро- и наноэлектронике

Б1.В.ДВ.01.01 Методы повышения надежности и качества ИС и систем на кристалле

Б1.В.ДВ.01.02 Измерение параметров и испытания изделий микро- и наноэлектроники

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа

Б2.В.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Б2.В.03(П) Экспериментально-исследовательская практика

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ПК-6
Способен формулировать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и экспериментальных исследований, готовить научные публикации и
заявки на изобретения

ПК



Индекс Содержание Тип

Б1.В.03 Моделирование физических процессов в микро- и наноэлектронике

Б1.В.ДВ.01.01 Методы повышения надежности и качества ИС и систем на кристалле

Б1.В.ДВ.01.02 Измерение параметров и испытания изделий микро- и наноэлектроники

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа

Б2.В.03(П) Экспериментально-исследовательская практика

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы



Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б1.О Обязательная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Б1.О.01 Социальные коммуникации УК-3; УК-5; УК-6

Б1.О.02 Деловой иностранный язык УК-4

Б1.О.03 Технологическое предпринимательство УК-1; УК-2; УК-3; УК-6

Б1.О.04 Проектная деятельность УК-2; УК-3; ОПК-1

Б1.О.05 Методы математического моделирования УК-1; ОПК-1

Б1.О.06
Информационные технологии в научных
исследованиях

ОПК-1; ОПК-4

Б1.О.07
Актуальные проблемы современной электроники и
наноэлектроники

УК-4; ОПК-1; ОПК-2

Б1.О.08
Физика низкоразмерных структур в микро- и
наноэлектронике

ОПК-1; ОПК-3

Б1.В
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б1.В.01 Схемотехника цифровых интегральных схем ПК-4

Б1.В.02 Проектирование систем на кристалле ПК-3

Б1.В.03
Моделирование физических процессов в микро- и
наноэлектронике

ПК-5; ПК-6

Б1.В.04
Проектирование наноразмерной электронной
компонентной базы

ПК-4

Б1.В.05
Технология производства наноразмерных
полупроводниковых приборов и ИС

ПК-1

Б1.В.06
Программирование с использованием
высокоуровневых языков описания аппаратных
средств

ПК-3

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01
Методы повышения надежности и качества ИС и
систем на кристалле

ПК-2; ПК-5; ПК-6

Б1.В.ДВ.01.02
Измерение параметров и испытания изделий микро-
и наноэлектроники

ПК-2; ПК-5; ПК-6

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01
Проектирование сложно-функциональных блоков в
базисе ПЛИС

ПК-3

Б1.В.ДВ.02.02
Проектирование больших интегральных схем на
системном уровне

ПК-3

Б2 Практика УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б2.О Обязательная часть УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-6

Б2.О.01(У)
Технологическая практика (получение первичных
профессиональных умений и навыков)

УК-1; ОПК-3; ПК-1

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа УК-1; ОПК-2; ПК-5; ПК-6



Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б2.В
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б2.В.01(У)
Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской
работы)

УК-6; ПК-5

Б2.В.02(П) Технологическая практика ПК-1; ПК-2

Б2.В.03(П) Экспериментально-исследовательская практика ПК-5; ПК-6

Б2.В.04(П) Проектная практика УК-2; УК-3; ПК-3; ПК-4

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б3 Государственная итоговая аттестация
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б3.01(Д)
Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

ФТД Факультативные дисциплины ОПК-1; ОПК-2

ФТД.01
Современные тенденции развития микро- и
наноэлектроники

ОПК-1

ФТД.02
История и методология науки и техники в области
электроники

ОПК-1; ОПК-2



Мин. Макс. Факт

Итого (с факультативами) 100 148 124 62 29 33 62 29 33

Итого по ОП (без факультативов) 96 144 120 60 27 33 60 27 33

Б1 Дисциплины (модули) 49% 51% 25.7% 51 75 69 47 27 20 22 22

Б1.О Обязательная часть 24 48 34 26 24 2 8 8

Б1.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

27 51 35 21 3 18 14 14

Б2 Практика 29% 71% 0% 39 60 42 13 13 29 5 24

Б2.О Обязательная часть 12 33 12 3 3 9 9

Б2.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

27 48 30 10 10 20 5 15

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 9 9 9

ФТД Факультативные дисциплины 4 4 4 2 2 2 2

2 2

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей) (%) 34.86%

54- 54

-

52.5

54ОП, факультативы (в период экз. сессий)

ОП, факультативы (в период ТО)

в период гос. экзаменов

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

Итого

Баз.% Вар.%
ДВ(от
Вар.)%

з.е.
Сем. 4

Курс 1

Всего Сем. 1 Сем. 2

Курс 2

Всего Сем. 3

Объём обязательной части от общего объёма программы (%)

 лекционных 31.41%

38.3%

Процент ... занятий от аудиторных (%)

4

6

5

1

4 2

5

2

19.1

2

3

5

2

3

2 3

1

2

1

5

2

17.3- 19.3ОПАудиторная нагрузка (акад.час/нед)

  ЭКЗАМЕН (Эк)

  КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)

  ЗАЧЕТ (За)

  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)

  КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)

Обязательные формы промежуточной
аттестации

- 20.6

- -52.5 53 52

- 54

-


